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Chapitrel : Introduction

Une source de tension idéale a:

O une résistance interne nulle O une résistancen@iefinie
O une tension qui dépend de la charge O un coutactégpend de la charge
Une source de tension réelle a:
O une résistance interne nulle O une résistancen@iefinie
O une faible résistance interne O une grande résistaterne
Si la résistance de charge est d@ lla résistance interne de la source de tensiostante est égale a:
O au moins 1Q |O moins de 1Q |O plus de 10CQ |O moins de 10(Q
Une source de courant idéale a:
O une résistance interne nulle O une résistancen@iefinie
O un courant fonction de la charge O une tensiosodie fonction de la charge
Une source de courant réelle a:
O une résistance interne nulle O une résistancen@iefinie
O une petite résistance interne O une grande nésestaterne
Si la résistance de charge est d@ lla source de courant réelle a une résistancenetsgale a:
O au moins 1Q |O moins que 1Q |O plus de 10CQ |O moins de 10(Q
La tension de Thévenin est la méme que:
O la tension de sortie court-circuitée O la tensiocuit ouvert
O la tension de source idéale O la tension de Norton
La résistance équivalente de Thévenin a pour valeur
O la résistance de charge O la moitié de la résistda charge
O la résistance circuit ouvert O la résistance édenmte du circuit de Norton
Pour obtenir la tension de Thévenin, on doit:
O court-circuiter la résistance de charge O ouarimékistance de charge
O court-circuiter la source de tension O enleveolarce de tension
Pour obtenir le courant de Norton, on doit:
O court-circuiter la résistance de charge O ouarimékistance de charge
O court-circuiter la source de tension O enleveolarce de courant
Une résistance coupée a:
O un courant infinie qui la traverse O une tensiolfera ses bornes
O une tension infinie a ses bornes O un courangunué traverse
Une résistance court-circuitée a:
O un courant infinie qui la traverse O une tensiolfera ses bornes
O une tension infinie a ses bornes O un courangunué traverse
La tension de sortie d'une source de tension idéale
O est nulle O est constante
O dépend de la résistance de charge O dépend ésdtance interne
Le courant de sortie d'une source de tension idéale
O est nul O est constante
O dépend de la résistance de charge O dépend ésdtance interne

Le théoreme de Thévenin remplace le circuit congpéevant la charge par une:

O source de tension idéale en paralléle avec wisagce

O source de courant idéale en paralléle avec wisagce

O source de tension idéale en série avec uneadsist

O source de courant idéale en série avec uneadsist

Le théoreme de Norton remplace le circuit complxeant la charge par une:

O source de tension idéale en paralléle avec wisaace




O source de courant idéale en parallele avec wisagce

O source de tension idéale en série avec uneadsist

O source de courant idéale en série avec uneadsist

Chapitre 2 : Les semi-conducteurs

Quel est le semi-conducteur le plus courant?

O le cuivre | O le germanium | O le silicium | O aucun demrux
Les atomes de silicium s'organisent selon un mégifilier appelé :
O liaison de covalence | O cristal | O semi-conducteur | riiede valence

Un semi-conducteur intrinséque possede des tréauteanpérature ambiante.
Quelle est la cause de leur existence?

O le dopage | Oleselectronslibres | O I'énergie tlgreni | O les électrons de valerjce

Chaque électron de valence dans un semi-conduotenseque donne:
O une liaison de covalerice O un électronlibre | Oront | O une recombinaison

La fusion d'un électron libre et d'un trou s'appell

O une liaison de covalerice O ladurée devie | O wwmbinaison | O l'énergie thermique

A la température ambiante, un cristal de silicigntcemporte comme :
O une pile | O un conducteur | Ounisolant | O un il diereu

Le temps écoulé entre la création d'un trou efisgmdtion s'appelle :
O le dopage | O ladurée de vie | Olarecombinaison |  v@lénce

Quand une tension est appliquée sur un semi-coguiydes trous vont :

O loin du potentiel négat|if O vers le potentiel ;bibsio dans le circuit externe| O Je sais pas

Le nombre d'électrons et de trous dans un semiumedr intrinséque augmente quand la températufe :

O diminue | O augmente | O reste la méme | 0O Je sais pas
Les trous se comportent comme des :
O atomes | O cristaux | O charges négatives | O chargespssi
Combien d'électrons libres y a-t-il dans un semiet@teur de type P ?
O beaucoup | Oaucun |O ceux produits par la c|O autant que de trous

Une source de tesion externe est appliquée a ucsarducteur de type N. Silextrémité gauche dstairi|
est positive, dans quel sens se déplacent lesypsmeajoritaires ?

O vers la gauche | O vers la droite | ONi lunnitaut  |O Impossible & savoir
Quel est lintrus parmi les mots suivants ?
O conducteur | O semi-conducteur |0 quatre électrons de v4O structure cristalline
Quelle est la cause de la zone désertée ?
O le dopage | Olarecombinaison | O la barriére de pietefO les ions
Quelle est la valeur de la barriere de potentigieldiode au silicium a la température ambiante ?
O 0,3V |0 0,7V |0 1v | O 2mv/°C

Pour obtenir un courant direct important a travers diode au silicium,
la tension appliquée doit étre supérieure a :

O 0V |0 0,3V |0 0,7v | O1v
Dans une diode au silicium, le courant inversegésgéralement :
O trés faible | O trés grand | Onul | O impossible a dire
La tension ou l'avalanche survient s'appelle :
O barrigre de potentiel [ O zone désertée | O tensimeuie | O tension de claquage
Quand la tension inverse augmente de 5V a 10\gra désertée :
O diminue de largeur | O augmente de largeuf O ne pase | O claque
Chaqgue degré d'augmentation de la température jdncton entraine la diminution de la barriere de
potentiel de :
O1lmV |0 2mVv |04 mv | 010 mv

Le courant inverse d'une diode double quand la éetapre de jonction augmente de :

0 1°C |02°C |04°C | 010°C




Chapitre 3 : Théorie de la diode

Comment est polarisée une diode bloquée ?

O en direct | O eninverse | O faiblement | Oalenvers
Si le courant dans une diode est important, larjgakion est :
O directe | O inverse | O faible | O arriere

La tension de seuil d'une diode est approximativierégale a:

O la tension appliquée | O sa barriére de poterhtiela @rssion de claquag4a O sa tension directe

Combien vaut la tension directe d'une diode id@ale

O 0V |0 0,7v | O plus de 0,7V | o1v
Si la résistance série d'une diode est nulle, abeol(V) au dessus de la tension de seuil devient:
O horizontale | O verticale | Oinclinée a 45° | O aucurerdponses

Chapitre 4 : Les circuits a diodes

Dans un transformateur abaisseur, quelle est &otefa plus grande ?

O la tension au primaire| O la tension au seconflairé [Gne ni l'autre | O pas de réponse pos:

ible

Si la tension secteur est de 230V efficace etdpod de transformation 5/1,
la tension efficace au secondaire est proche de :

O 30V |0 46V | O 60V | 0 70V
Quelle est la tension créte d'un redresseur daltiglmance avec une tension secondaire de 20\A@dc
O oV |0 0,7V |0 14,1V | O 28,3V
Si la fréquence secteur est de 50Hz, la fréqueas®die d'un redresseur simple alternance est :
O 25Hz | O 50Hz | O 100Hz | O 200Hz
Si la fréquence secteur est de 50Hz, la fréqueas®die d'un redresseur en pont est :
O 25Hz | O 50Hz | O 100Hz | O 200Hz

Avec un courant dans la charge de 5mA et une dapaeifitrage de 1000uF,
guelle est la tension créte a créte de la terBamulation résiduelle pour un redresseur en pont

O 17,75 pV | O 67,56 nv | 0 17,75 mv | 0 50mv

Les diodes d'un pont de redressement ont une gammeurant de 2A ;
le courant DC dans la charge peut avoir une irtensaximale de :

O 1A |0 2A |0 4A | O 8A

Si la tension au secondaire d'un redressementr@rapec un filtrage capacitif augmente,
la tension sur la charge va :

O décroitre | O rester la méme | O croitre | O riendedelat

Chapitre 5 : Diodes particuliéres

Parmi les descriptions suivantes de la diode Zeneglle est la meilleure ?

\174

O c'est une diode redresseuse O c'est un composamgian constante
O c'est un composant a courant constant O elleifomet en direct
Une diode Zener:
O est une batterie O a une tension constante daégitan de claquag
O a une barriere de potentiel de 1V O est polagsédirect
Dans un régulateur Zener chargé, quel est le colaratus grand ?
O le courant série | Olecourant Zener | Ole couramhdege | O aucun

Quand la tension de la source augmente dans ularéguZener,
lequel de ces courants reste a peu pres constant ?

O le courant série O le courant Zener

O le courant dans la charge O le courant total

Chapitre 6 : Le transistor bipolaire

Dans un transistor bipolaire, la diode émetteugésgralement :

O polarisée en direct | O polarisée en inversd O noduwxirice | O en zone de claquage

Dans un transistor bipolaire, la diode collecteuit dtre :

O polarisée en direct | O polarisée en inversd O naduwirice | O en zone de claquage




Le gain en courant d'un transistor est le rapport :

O du courant collecteur sur le courant émetteur ©adwant collecteur sur le courant de base

O du courant base sur le courant collecteur O duarcollecteur sur le courant émetteur

Accroitre la tension de la source collecteur augenen

O le courant base | Ole courant collecteuf O le cawaetteur | O aucun courant

Quelle est l'affirmation la plus importante au sdje courant collecteur ?

O il est mesuré en miliampéres O c'est le courarttake divisé par le gain en cou

fant

O il est faible O il est approximativement égal au courant émetteur

Si le gain en courant est de 200 et le courantctelur de 100mA, le courant de base vaut :

O 0,5mA |0 2mA | O 2A | O 20A

La puissance dissipée par un transistor est semshk égale au courant de collecteur multiplié: par

O la tension base-émetteur O la tension collectmati&ur

O la tension d'alimentation base O 0,7V

Un transistor est équivalent, en DC, a une diodeet:

O source de tension | O source de courant | O résistance |O source de puissance

Si la résistance de base est coupée, quelle eselar du courant collecteur ?

O nul |0 1mA |0 2mA | O 10 mA

Chapitre 7 : Le transistor : principes fondamentaux

Le gain en courant d'un transistor est défini paapport entre le courant collecteur et le courant

O de la base | O de I'émetteur | Odelalimentation |  ©addacteur
Quand la température augmente, le gain en courant :
O diminue | O reste le méme | O augmente | Ocadépend
Quand la résistance de base diminue, la tensitectalr va probablement :
O diminuer | O rester la méme | O augmenter | O les triaiddis

Si un transistor fonctionne au milieu de sa drdéecharge,
une augmentation du gain en courant déplace e Qoi

O vers le bas | O vers le haut | O nulle part | O hors dedite
Si la tension de l'alimentation de la base augménigoint Q se déplace :
O vers le bas | O vers le haut | O nulle part | O hors dedite
Supposons que la résistance de base soit coup@mirit Q est :
O au milieu de la droite de charge O a l'extrémigésieure de la droite de charge

O a l'extrémité inférieure de la droite de charge ho@s de la droite de charge

Si l'alimentation de la base est débranchée, siaerollecteur-émetteur est :

O nulle |0 6V | 0 10,5V | OVvce
Le courant collecteur est de 10mA. Si le gain aemraot vaut 100, le courant de base est :
O 1pA |0 10 uA | 0100 pA | O1mA

Le courant de base est de 50 pA. Sile gain eracbwaut 125,
la valeur du courant collecteur est proche de :

O 40 pA | O 500 uA | O 1mA | O 6mA
Si la résistance d'émetteur diminue, la tensiolect&ur :
O diminue | O reste la méme | O augmente | O claque leigtans
Si la résistance d'émetteur diminue :
O le point Q monte O le courant collecteur diminue
O le point Q ne bouge pas O le gain en courant aniggme

Chapitre 8 : Polarisations du transistor

La tension aux bornes de la résistance d'émetstla méme que la tension entre I'émetteur et :

O la base | O le collecteur | O lémetteur | Olamasse

Pour une polarisation par 'émetteur, la tensiagr'@&metteur est de 0,7V inférieure a :

O la tension base | Olatension émetteur| O la temsiiecteur | O la masse




La polarisation par diviseur de tension de baseessarquable pour :

O sa tension collecteur instable O son courant @uetiariable
O son fort courant de base O son point Q stable
Avec une polarisation par diviseur de tension d&haine augmentation de la résistance d'émettegr
O diminue la tension émetteur O diminue la tensmllecteur
O augmente la tension émetteur O diminue le coualigcteur
Si la résistance d'émetteur d'une polarisatiordpégeur de tension de base augmente, la tensi@etiEur
O augmente | O diminue | Oreste la méme | O double

Si la résistance de collecteur diminue dans unarisation par diviseur de tension de base,
la tension collecteur

O diminue | O augmente | Oreste la méme | O diminue daémoit

Le point Q d'une polarisation par diviseur de t@msle base est :

O hypersensible aux variations du gain en courant un@eu sensible aux variations du gain en courgnt

O presque insensible aux variations du gain enaca@ fort affecté par les variations de température




